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Der Schaltkreis U 6548 DC ist eln schneller statlscher %eh;elbwLeseq-Snelcher mit wahlfreiem Zugrlf;
(sRAM) in der Organisationsfo rm 1024 Worte x 4 Bit. Briist flur den Einsatz in Gerdten der Daten—’

2

verarbeitung, der Automat151erung5uechnik und der kommerziellen Elektronik bestimmib.
Aufgrund der geringen Leistungsaufnahme ist er besonders fir batterlegepufferte und tragbare

Gerate geeignet.

Typ CS-Zugriffszeit °
U 6548 DC 20 20 ns '

U 6548 DC 35 35 nsg

AnschluBbelegung
A0 Dbis A9 Adresseneinginge
s - Chipauswahl .
WE Lese-Schreibsteuerung
DQO bis Datenein- und
- DQ3 Datenavsginge
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(Grundtyp)

N

A6 [ 6]
A5 2] 77|
A4 3] 7]
a3 [&] 3]
A0 5] 7).
a1 &) 1)
£2 3 (72l
s g ]
Uss 2 o

Uee
A?
A8
A9
260
pQ17
o2
Q3
WE

Bild 2: AnschluBbelegung

SO : Speicher-
AS ¢ * : 8 . matrix
‘ AB Hgg;ag éeikledn- “4096 Zellen
A7?;—@9isfer R CT AT Zeilen,
. 64 Spalten)
A9 ?—w _
Y
| 16 16 16 J16 -
| o . ~ )
DQ(J%%ﬁmw—@ﬁ
gf@; = Treiber-
ba1 c ufqd \ Spal‘cenéjekode.
, __|Empfanger ) un
ba2 af ichub Sc{:rﬂb-lLese
003 i ung scha gﬁng
] e
| "
| e
!
€S == Ein-/Ausgabe- und Adressen-
WE ; Zyklussteuerung register
I S S ' ,LL :
Uss  Uce AD A1 A2 A3

.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
l
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Bild 3: Blockschaltbiid



1/89 (14) ' 3 U 6548 DC

Funktionsbeschrelibung

Die Schaltkreise U 6548 DC bestehen aus folgenden Teilschaltungen:

- Adresseneingangsséhaltung flir 10 Adressenleitungen .

~ Speichermatrix mit 64 Zeilen und 64 Spelien .

‘= Spal tendekoder mit 4 Schreib-/Leseverstérkern

=~ Zeilendekoder

= Takisteuerung

= 4 bidirektionale Dateneingénge/~ausginge - .

- Im Ruhezustand (G5 = H) sind die Datensusginge DQU bis DQ3 hochohmigg Die Auswahl des Schaltkreises
erfolgt mit @8 = L. Die Adressgenbits zur Auswshl der 4 speziellen Speicherzellen werden von den
Adresseneing{a’ngen AO bis A9 mit der H/L-Flanke von CS in das Adressenregister Ubernommen.:

Beim Schreiben (TS = L, WE = L) werden die Daten an DQO bis DQ3 in der LOW-Phase von W& in die
Speichermatrix eingeschrieben, ’ ‘ : -

" Beim Leésen (C8 = L, WB = H) stehen die Daten der 4 ausgewahlt@n Spelonerzellen nach Ablauf der Zu=
griffszeit niederchmig an den Datenausgangen_DQO bis DQ3 zur Verfugung.

- Bin Schlafzustand ist wihrend des Ruhezustandes durch Absenken der Betriebsspannung mogl:chc In:

' diesem Schlafzustand (2 V < UCC < 4,5 V) muB der Schaltkreis durch CS:= H inaktiviert werden.

Nach Beendigung des Schlafzustendes bel UCC > 445 V ist fir die internen Vorladungen die BEinheltung
der Zeit tUHCL notwendig.

Alle Bin- und Ausginge sind TTDL-kompatibel.

Zeitdiagramme ( siehe Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7)

Signale ) Flanken

A - Adresseneingang H - Ubergang nach H

D -~ Dateneingang . L - Ubergang nach L

Q ~ Datenausgang V ~ Ubergang in gliltigen Zustand

G = Chipektivierung X = Ubergeng in ungiltigen oder beliebigen Zustand
W = Schreibvlesesteue‘rung 7 = Ubergang in hochohmigen Zustand '

Plankenenstiegs- und‘,l’«‘lankenabfallzeitén: tTHLmax e t;J.‘LT-imax = 2 ns, gemessen zwischen UIL = 0,8V
un@ UIH = (UIHmin = 0,2) V. )
Grenzwerte ) ] i

Kurgzeichen min, C max, Einhedt
Betriebsspannung Usg ' =0,5 T v
Spennung an allen Bine- ) ‘
und Ausgéngen UI” Uof =0,5 . 7 v
Gesantverlust- - Pt " - 0,5
leigtung o -
Umgebungstemperatur . /Ui 0 L 70 %
Betriebsbedingungen

Alle Spannungen sind anf Us& = 0 V (Masse) zu beziehen:
Die Behandlungsvorschriften flr MOS-Schaltkreise sind einzuhalten.
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N

Kurzzeichen U 6548 DC35 . U 6548 DC20 . Binheit =
h mine. . MWeXe ~mine . mex.
Retriepsspannung Use 4,5 5,5 - T445 55 v
Betriebsspapnung o ‘ o , ’
im Schlafzustend Uses 2 . - 2 - v
* L-Eingangsspennung Uy, ‘ -0,3 0,8  =0,3 0,8 - v
H-Eingengsspennung Upyy 2,2 Uggt0,5 2,2 Ugt0s5 v
Umgebungstemperatur 1& ; 0 7 0 0 L %
C8~L-Impulsdauer tCLCH ) 35 - 20° - ns
. GS-H-Impulsdaver tCHCL 15 - ' '1Q,: - ns
CS=L~Impulsdauer tCLdHé . 70 - = 40 ‘ -  ns 3)
Adresse@vorhalﬁezeit : tAVCL-' = o i ) o -
: ‘- : 0 - 5 - ns
Adressenhaltezeld erax ' ‘
- WE=L~Impulsdauer Tyrem )
Wﬁ-iﬁpulévorhaltea
- zelt fyron
WE-Impulshaltezeit - 35 - 20 - ns
Datenvorhaltezeit T
gegeniiber VB tDVWH
Datenvorhaiﬁgzeit .
gegeniiber €S tDVCH -
Datenhaltezeit . O tgmz )
* Schreib-Lese-Abstend tywen |
‘Lese-Schreib-Abstend torwn ¢ 0 - 0 - ns
Datenverzdgerung ’
zu WE Yyov
WE-Vorhalt tyL.oL :
WE=Nachlauf T
'zykluszeit barer 50 = 30 - ns
tonone s -0 - ns
Zeit von Chipinekti- o . - -
vierung bis Schlafzu~- tCHUL 0. - 0 : = ns )
stend ) k '
Erholzeit nach Schlaf= t % - B o s 5)
‘Zustend b ?HCL_. CHCL CHCL . . CL e

"1}Einmalige Unterschreitung bis =2 V f&r die Deuer von 10 ns innerhaldb einer Zykluszeit ist zu=- -
léssig. . : . i ]

2) - ) ¢ . .
»Zasatébgdingmng fir U 6548 D63§° CUGG - UIH}max = 2,87

'B}Gilt nur fir kombinierten Lese-Schreib-Zyklus
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“U‘L ~ Absinken der Be’trie’osspamung

5)UH ~ Ansteigen der Betriebsspannuﬁg

KenngriSen ‘ S ' EEER . . i i

Die KenngridBen in der folgenden Tabelle gelten fiir die vorher génann'l;en Betriebsbedingungen, wenn
nicht anders angegeben. v :

Alle Spannungen sind suf USS as‘ﬁk Vv (Masse) zu beziehengr

: Kiirzseichen U 6548 DE35 U 6548 DC20 Einheit
- mine meXs min. maxe .

Stromaufnahme im Ruhe= v .
zustand . ICCR' S 50 - 50 /UA

U =T

iL S8

Uy = Ugg
Ugg =257

| Eingengsleckstrom - Ip; B A BT

U U

IL < Yss . . ) ) .

U U

IH ~ Yco
UCC :5,5?

L-Ausgengsspannung Uon, o 0,4 o - 0,4 v
. Uge =457 '
Tog, = 8‘mAV

H-Ausgangsspannung UOH ) 2,4 - 2,4 = v
UCC =457 7 ‘
IOH = =4 - mh

CS=Zugriffszeit tCLQV

" Stromeufnahme im Isos - - C10 - oo 1o uh
Schlafzustand SR : o p . : : /
Urn, = Usg R .

Urg = Yo -

Dynemische Stromsuf- T, - 20 - 20 A

nahme bel 10 NHz . TGeo R : S A

U =57 N - o

fir €S UIL = Ugg

Uy = Uge

U

Eingengskapazitit Cy . - 5 - 5 | pF
. VerzSgerungszeit tCHQZ 0 15 0 10 ns
CS/Ausgang hochohmig ,

Upg =5V
o Ur1 = Uss : ‘ : . R -
Ug = Usc o ’
- VerzSgerungszeit = ti’v’LQ‘Z 0 15 - 0 10 ns

. WE/Ausgang hochohmig
Uge = 5V, Uy = Ugg

Ugy, = Ugg
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- gultg ‘

Bild 6: Schlafzustand

Laver ‘ ’fAveL@_
A Adressen ,
t gultig : 15V
15V d
.. taa ,
teucl teLcH teneL
s ’-/Tsv 15 vﬁ&
teHwH
twicH -
. | t wiwH : .
o e tcLwy .
WE 1 ‘
LSS 15V 15V 7
-t WLDV - - tovwa 11"“”92
‘ Da. hochohmig J/Einqangsdaten haochohmi
‘ 1,5\/% gultig 15V
Bild 5: Schreibzyklus (WE = 1)
Schlafzustond
Ucc 4,5V -
oz N .
U \ Uces = 2V Ui
: Upes = 03 Vv ¢ Ucgs & Uggs v03 Y
G teniL v . f_UHCL
oV
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Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschiiefilich der Informeationt
Es kénnen daraus keine liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
- lichkeiten abgeleitet werden.
- ’ Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
Herausgeber.
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i vab kermbinst rdk <Crorik
Mainzer StraBe 25
Beriin, 1035
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